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狭ギャップ 2次元電子ガス構造の自己無撞着解析

石田 晋一 (山田研究室)

I.緒言

II.研究目的・方法

III.結果

表面準位 0.2eVでの電子密度の井戸幅依存性を図 2に示す。δドープ密度は成長条件では上下同一でNd1 = Nd2 =

6× 1011cm2 であるが、計算では下側のみNd2 = 8× 1011cm2 とした。上側の 2DEGの ns に関しては第 1励起状態

の ns とよく一致するが、下側の 2DEGは基底状態と第 3励起状態の ns の和をとらないと実験結果を説明できない。

IV.まとめ

通常のパラメータを用いる限りでは、上記 2層 HEMTにおいて、下側の δ ドープ密度を非対称に増大しても、基

底状態と第 1励起状態のみでは実験結果を説明できず、今後に課題が残された。

図 1 層構造とポテンシャル分布 図 2 表面準位 0.2eVでの電子密度の井戸幅依存性
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